Instrukcja datwiczenia laboratoryjnego nr 8

Temat: Badanie wig&ciwosci przetaczajacych tranzystoréw bipolarnych

Cel ¢wiczenia. Celem ¢wiczenia jest zbadanie wiawaosci przekczapcych
tranzystoréw bipolarnych, zapoznanie simetod pomiarow; oraz obserwacja

wptywu r&nych elementéw uktadu pomiarowego na pranzystora.

l. Wymagane wiadomdci.

1. Rodziny charakterystyk statycznych tranzystora imy6h uktadach wiczenia.

2. Podziat pola charakterystyk végjowych na zakresy. Prosta ofge@nia.

3. Znajomac¢ zjawisk fizycznych wysfpujacych w strukturze tranzystora w zatesci od
potozenia punktu pracy.

4. Procesy przégiowe zachodae w tranzystorze przy pracy zzagm sygnatem.

5. Definicje czaséw przetzania i ich interpretacja fizyczna.

6. Metody pomiaru czasow pragkania.

Il. Wykonanie ¢éwiczenia.

1. Opis uktadu pomiarowego.

Uklad pomiarowy, ktérego schemat przedstawiono na rys. 1, skiada girzystawki
pomiarowej, dajczanego z zewatrz generatora impulséw prostghych, zrodta zasilania
napkcia stategdJcc, woltomierza i oscyloskopu dwukanatowego. W przystawce pomiarowej
znajdup sie rezystoryRg (0 wartagciach: 1; 2; 4,7; 10; 22 i 47CY oraz rezystory obgienia

R. (o wartgciach 0,24; 0,47; 0,51; 0,75; 1 i 1,2k Do przystawki mge by dolczana

z zewntrz diodaD (do obwodu baza - kolektror) oraz pojerdhicC (rownolegle do

rezystancjiRg).
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Rys. 1. Schemat uktadu do badaniasetaosci przehczapcych tranzystora bipolarnego.

2. Pomiary czasoOw przejczania.
W ¢wiczeniu badane jest praekanie tranzystora oraz wyznaczaaecgasy przeczania
réznych typow tranzystorow:

e Czas wiczaniatoyn (przegcie tranzystora ze stanu o¢lda do nasycenia)

e czas wyhczaniatorr (przegcie tranzystora ze stanu nasycenia do o)

Czasy te skiadajsic z :
* ton=tg+t, gdzie:
ty- czas opénienia

t; - czas narastania

o topp=tst+ t; gdzie:
ts- czas magazynowania

ti- czas opadania

Pomiary wykonywaneasmetod, bezpdrednh za pomog oscyloskopu dwukanatowego.

Tranzystor pracuje w uktadz@E i przehczany jest sygnatem prostgikym z generatora.



2.1. Przygotowanie uktadu do pomiaréw.

1. Ustawi wartcsci rezystorowRg i R wedlug wskazéwek prowaalzego i umiéci¢
badany tranzystor w podstawce.

2. Doftaczye do przystawki zasilanie obwodu kolektdwgc=+ 5 V.

3. Dotaczy¢ kanat 1 oscyloskopGH1, przy pomocy ktoregogholzie przedstawiany przebieg
napkcia generatorag (t).

4. Dotaczy¢ kanat 2 oscyloskopGH2 stuzacy do zobrazowania przebiegiAt).

5. Dotaczy¢ generator i ustawi sygnat prostokdny z generatora 0 na&pujacych
parametrach:

= amplituda napicia z generatorat V [+1 V (dla przewodzenia):3 V dla kierunku
zaporowego)],

» czestotliwasci f = 50 kHz,

= czas trwania impulsu prostgkegot; = 10ps.

6. Doprowadzt do poprawnego zobrazowania tych przebiegéw na ekranie.

2.2. Pomiar zal@nosci czasow gy | topr 0d wartosci rezystancii Rs.

Dla ustalonej wartei rezystancji obazeniaR, odczytywd z przebieguc = f(t) czaswg, t,
oraztst; przy kolejnych wartéciach rezystancjRg, zmienianych pokittem Regulacja Rs.
Wyniki zanotowa w Sprawozdaniu nr 4, w tabeli 3. Dla wybranej wésidg przerysowa

oscylogram.

2.3. Pomiar zalgnosci czasow by i topr 0d wartosci rezystancji obchzenia R, .
Dla ustalonej wartii rezystancji obazeniaRg odczytywd z przebieguc = f(t) czaswg, t,
oraztst; przy kolejnych wartéciach rezystancjR,, zmienianych pokittem Regulacja R..

Wyniki zanotow& w Sprawozdaniu nr 4, w tabeli 4.

2.4. Pomiar zal&nosci czasow by i torr 0d wartosci napigcia Uck.
Ustawi wartcsci rezystorowRg i R, wedtug wskazéwek prowadeego. Napicie Uce
zmieni& co jeden wolt, w granicach dilV do 10 V, poprzez zmiag napkcia na zasilaczu

Ucc. UWAGA: Przy kadorazowym pomiarze nagia Ucg _odlacza generator Wyniki

zanotowé& w Sprawozdaniu nr 4, w tabeli 5. Dla wybranej wgtoUce przerysowa

oscylogram.



2.5. Obserwacja wptywu pojemnéci C dotaczonej do rezystancji R.
Ustawic warunki pracy tranzystora jak w punk@el. Umiesci¢ kondensato€ w podstawce.

Przerysowé oscylogramy dla uktadu z pojemio i bez pojemnéci.

2.6. Obserwacja wptywu diody D dadczanej w obwodzie baza - kolektor.
Ustawic warunki pracy tranzystora jak w punkckl Umiesci¢c diode D w podstawce
zwracajc uwag@ na kierunek jej wdczenia (polaryzacja). Przerysofvascylogramy dla

diody krzemowej i germanowe;.
lll. Opracowanie wynikow.
Wykresli¢ zaleznosci toy 1 torr W funkcji rezystancjRg w obwodzie bazy.

Wykresli¢ zaleznosci ton | topr W funkcji obciazeniaR, .
Wykresli¢ zaleznosci ton 1 torr W funkcji napecia Uce.

A

Wyjasni¢ wptyw elementovRg, R, Ucg, C, D na czasy przetzania tranzystora.

Sporadzone wykresy, oscylogramy, wyniki pomiaréw i wnioski unié w sprawozdaniu.



